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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (1, 12, 14, 17) comprising a carrier element (2), at least two
o elements (3) that are arranged adjacent to each other on a first side of the carrier element (2) and that respectively have at least
one optically active area (4) for producing electromagnetic radiation. Said optoelectronic component (1, 12, 14, 17) comprises an
electrically insulating protective layer (5) that is arranged at least partially on one surface of the at least two adjacent elements (3)
I that is opposite the first side. The protective layer (5) at least predominantly prevents, at least in a first area (5a) arranged between
@2 the at least two adjacent elements (3), electromagnetic radiation (10) that can be produced by the optically active areas (4) to be
transmitted. The invention also relates to a production method (30) for an optoelectronic component (1, 12, 14, 17).

& (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement (1, 12, 14, 17), aufweisend ein Trigerelement
(2), wenigstens zwei auf einer ersten Seite des Triagerelements (2) benachbart angeordnete Elemente (3) mit jeweils mindestens ei-
& nem optisch aktiven Bereich (4) zum Erzeugen elektromagnetischer Strahlung. Das optoelektronische Bauelement (1, 12, 14, 17)
& weist eine zumindest teilweise auf einer der ersten Seite gegeniiberliegende Oberfliche der wenigstens zwei benachbarten Elemente
o (3) angeordnete, elektrisch isolierende Schutzschicht (5), wobei die Schutzschicht (5) wenigstens in einem zwischen den wenigstens

zwei benachbarten Elementen (3) angeordneten ersten Bereich (5a) eine Transmission der von den optisch aktiven Bereichen (4)

erzeugbaren elektromagnetische Strahlung (10) zumindest iberwiegend unterbindet. Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Her-
a stellungsverfahren (30) fiir ein optoelektronisches Bauelement (1, 12, 14, 17).
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement und Herstellungsverfahren fuir

ein optoelektronisches Bauelement

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauelement mit
einem Tragerelement und wenigstens zwei auf einer ersten
Seite des Tragerelements benachbart zueinander angeordnete
Elemente mit jeweils mindestens einem optisch aktiven Bereich

zum Erzeugen elektromagnetischer Strahlung.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritaten der
deutschen Patentanmeldung 10 2007 062 045.6 und der deutschen
Patentanmeldung 10 2008 019 902.8, deren gesamte

Of fenbarungsgehalte hiermit durch Rlickbezug in die

vorliegende Patentanmeldung aufgenommen werden.

Optoelektronische Bauelemente mit zwei oder mehr benachbart
angeordneten Elementen zum Erzeugen elektromagnetischer
Strahlung sind bekannt. Insbesondere im Beleuchtungsbereich,
in dem verh&ltnismafig hohe Energiedichten ausgestrahlter
elektromagnetischer Strahlung erreicht werden sollen, wird
oft eine Vielzahl von auf einem gemeinsamen Tragerelement

angeordneten Leuchtelementen verwendet.

In manchen Anwendungsgebieten, beispielsweise bei aktiven
Matrixanzeigen oder auch in der KFZ-Beleuchtungstechnik,
sollen das Nebenleuchten benachbarter Elemente (auch
Ubersprechen genannt) und/oder Lichtleitereffekte so gering
wie mdglich gehalten werden. Ein Nebenleuchten benachbarter
Elemente flihrt zu einer Verringerung des Kontrasts, was fur
diese Anwendungen von Nachteil sein kann. Beispielsweise ist

es fur Beleuchtungseinheiten eines KFZ-Scheinwerfers eine
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scharfe Abgrenzung von solchen Elementen, die einem
Abblendlicht zugeordnet sind, und solchen Elementen, die

einem Fernlichtbetrieb zugeordnet sind, exrforderlich.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
optoelektronisches Bauelement der oben genannten Art
bereitzustellen, bei dem ein Nebenleuchten benachbarter
Elemente mit jeweils mindestens einem optisch aktiven Bereich
zum Erzeugen elektromagnetischer Strahlung unterbunden oder
zumindest stark feduziert wird. DarUber hinaus soll ein
Herstellungsverfahren angegeben werden, das die Herstellung
eines solchen optoelektronischen Bauelementes in einfacher

Weise gestattet.

Die Aufgabe wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit
den Merkmalen des Patentanspruches 1 beziehungsweise durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruches 13
geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen des
Bauelements und des Verfahrens sind in den Unteranspruchen 2
bis 12 beziehungsweise 14 bis 15 aufgefihrt. Der

Of fenbarungsgehalt der Patentanspriche wird hiermit

ausdriicklich in die Beschreibung aufgenommen.

Ein optoelektronisches Bauelement gemafd der Erfindung weist
eine zumindest teilweise auf einer der ersten Seite
gegeniiberliegende Oberflé&che der wenigstens zwei benachbarten
Elemente angeordnete, elektrisch isolierende Schutzschicht
auf, wobei die Schutzschicht wenigstens in einem zwischen den
wenigstens zweil benachbarten Elementen angeordneten ersten
Bereich eine Transmission der von den optisch aktiven
Bereichen erzeugbaren elektromagnetische Strahlung zumindest

Uberwiegend unterbindet.
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Durch Verwendung einer elektrisch isolierenden Schutzschicht,
die eine Transmission der erzeugbaren elektromagnetische
Strahlung zumindest Uberwiegend unterbindet, kann ein
Nebenleuchten benachbarter Elemente weitgehend verringert bis

vermieden werden.

Gemafs einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die elektrisch
isolierende Schutzschicht in dem ersten Bereich unterbrochen.
Gemafs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung absorbiert
die elektrisch isolierende Schutzschicht in dem ersten
Bereich die elektromagnetische Strahlung, so dass diese im
ersten Bereich fur die elektromagnetische Strahlung
undurchléssig ist. Ist Schutzschicht in dem ersten Bereich
unterbrochen oder absorbiert sie die elektromagnetische
Strahlung, findet keine oder nur eine wesentlich verminderte
Transmission von dem ersten zu dem zweiten optisch aktiven

Bereich mittels Wellenleitung in der Schutzschicht statt.

GemdfRR einer vorteilhaften Ausgestaltung ist zwischen den
wenigstens zwel benachbarten Elementen eine Vertiefung
angeordnet. Gem&ff einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
erstreckt sich die Vertiefung sich Uber die gesamte Hdhe der
wenigstens zwei Elemente. Durch die Vertiefung zwischen dem
ersten und zweiten optisch aktiven Element, wird eine
optische Kopplung der zwei benachbart angeordneten Element
verringert, insbesondere wenn sich diese Uber die gesamte

Hbhe erstreckt.

Gem&fl einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist in dem
ersten Bereich ein reflektierendes Element angeordnet, dass
zumindest teilweise in die Vertiefung hineinreicht. Gemaf
einer weiteren Ausgestaltung fillt das reflektierende Element

die Vertiefung in Richtung des Tragerelements vollstandig
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aus. Das reflektierende Element wirft die von dem jeweiligen
optisch aktiven Bereich erzeugte Strahlung zurick, so dass
eine Anregung des jeweils anderen optisch aktiven Bereichs
vermieden wird, insbesondere wenn das reflektierende Element

die Vertiefung vollstandig ausfullt.

GemafR einer weiteren Ausgestaltung umfasst das reflektierende
Element eine galvanisch aufgebrachte Metallschicht. Gemafs
einer weiteren Ausgestaltung ist die galvanisch aufgebrachte
Metallschicht als Anschlusselement, beispielsweise als
Kupfersdule, zum elektrischen Anschlieflen wenigstens eines
der optisch aktiven Bereiche ausgefiuhrt. Dies hat den
Vorteil, dass das reflektierende Element zusammen mit anderen
Herstellungsschritten, etwa dem Aufbringen. einer

Anschlusskontakts, einfach hergestellt werden kann.

Gemafd einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung dringt die
Schutzschicht in Richtung des Tragerelementes zumindest
teilweise in die Vertiefung ein. Durch Eindringen der
Schutzschicht in die Vertiefung wird eine Blendenwirkung der

Schutzschicht erreicht.

Gemadf einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung fullt die
Schutzschicht die Vertiefung in Richtung des Tragerelements
vollstandig aus. Hierdurch wird eine verbesserte optische

Trennung der benachbarten Elemente bewirkt.

Gemafs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist auf
wenigstens einem zweiten Bereich der Schutzschicht eine
elektrisch leitende Anschlussschicht zum Zufthren einer
elektrischen Spannung zu den wenigstens zwei optisch aktiven
Bereichen angeordnet. Durch Anordnung einer elektrisch

leitenden Anschlussschicht auf der Schutzschicht kann der
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elektrische Anschluss der wenigstens zwei optisch aktiven

Bereiche vereinfacht werden.

Gemafd einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist die
Schutzschicht in dem zweiten Bereich fur die von den optisch
aktiven Bereichen erzeugte elektromagnetische Strahlung
zumindest Uberwiegend undurchlassig. Durch eine derartige
Ausgestaltung kdénnen ungewollte Reflektionen von der
Anschlussschicht zurtck zu den optisch aktiven Bereichen

verringert werden.

Gemafd einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist auf dem
Tragerelement wenigstens eine elektrisch leitende
Kontaktflache zum elektrischen Anschliefien wenigstens eines
der optisch aktiven Bereiche angeordnet. Durch Verwendung
einer elektrisch leitenden Kontaktflache kann die elektrische
Kontaktierung der optisch aktiven Bereiche weiter vereinfacht

werden.

Gemé&fs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist in
wenigstens einem dritten Bereich der Schutzschicht eine
fotolumineszente Konversionsschicht angeordnet, die
elektromagnetische Strahlung einer ersten Wellenlange
absorbiert und elektromagnetischen Strahlung einer zweiten
Wellenléange emittiert. Durch Verwendung einer
fotolumineszenten Konversionsschicht in einem dritten Bereich
der Schutzschicht wird das Strahlungsprofil der wenigstens

zwel benachbarten Elemente bedarfsgerecht angepasst.

Gemafd einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die
wenigstens zwel benachbarten Elemente jeweils als
Lumineszenzdiodenstruktur, insbesondere als eine LED- oder

OLED-Struktur, ausgebildet. Die Verwendung von LED- oder
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OLED-Strukturen erlaubt eine einfache und effiziente
Erzeugung von elektromégnetischer Strahlung durch die

wenigstens zwei benachbarten Elemente.

Gemdf’ einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die
Lumineszenzdioden als Dunnfilm-Leuchtdiodenchips ausgebildet.
Durch Verwendung substratloser Halbleiterschichtenstapel
kénnen besonders'dﬁnne optoelektronische Bauelemente

gefertigt werden.

Gemafs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind die
wenigstens zwel benachbarten Elemente jeweils als
Oberfléchenstrahler ausgebildet. Die Verwendung von
Oberflachenstrahler erméglicht eine besonders vorteilhafte

Strahlbildung.

GemaR einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung ist eine
Mehrzahl von Elementen mit jeweils wenigstens einem optisch
aktiven Bereich auf der ersten Seite des Tragerelements
angeordnet, wobei die Mehrzahl der Elemente eine
Matrixstruktur bildet. Durch Verwendung einer Mehrzahl von
Elementen in einer Matrixstruktur sind durch das Bauelement

vielfaltige Leuchtmuster und Anzeigefunktionen erzeugbar.

Gemaft einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung sind
zumindest Teile der Schutzschicht als farbige, insbesondere
als schwarze, Folie ausgebildet. Die Verwendung von farbigen
Folien gestattet eine besonders einfache Herstellung und

Aufbringung der Schutzschicht.

Gemafl einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst die
farbige Folie ein Polymer, insbesondere ein Silikon.

Polymerfolien lassen sich in einer Vielzahl von Farben mit
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gewlnschten Eigenschaften herstellen. Silikonmaterial weist
eine hohe Bestandigkeit unter Einwirkung kurzwelliger
elektromagnetischer Strahlung auf und eignet sich daher
insbesondere bei der Verwendung mit optisch aktiven
Bereichen, die elektromagnetische Strahlung im blauen oder

ultravioletten Bereich abstrahlen.

Gemafs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Folie wenigstens jeweils einen Ausschnitt im Bereich der
wenigstens zwei optisch aktiven Bereiche auf. Durxch den
Ausschnitt im Bereich der wenigstens zwei optisch aktiven
Bereiche wirkt die Folie als einfach herzustellendes

Blendenelement fUr eine darunter liegende Strahlungsfléache.

Ein Herstellungsverfahren fir ein optoelektronisches

Bauelement gemaf® der Erfindung weist folgende Schritte auf:

- Bereitstellen eines Tragerelements,

- benachbartes Anordnen wenigstens zweier Elemente mit
jewells wenigstens einem optisch aktiven Bereich zum
Erzeugen einer elektromagnetischen Strahlung auf einer
ersten Seite des Tragerelements und

- Aufbringen einer elektrisch isolierenden Schutzsicht auf
eine der ersten Seite gegenuberliegende Oberflache der
wenigstens zwei benachbarten Elemente, wobei die
Schutzschicht in wenigstens einem zwischen den
wenigstens zwei benachbarten Elementen angeordneten,
ersten Bereich eine Transmission der von den optisch
aktiven Bereichen erzeugbaren elektromagnetische

Strahlung zumindest uUberwiegend unterbindet.

Durch die oben genannten Verfahrensschritte wird ein

optoelektronisches Bauelement mit mindestens zwei



WO 2009/079985 8 PCT/DE2008/002067

benachbarten Elementen hergestellt, bei dem ein Nebenleuchten
der benachbarten Elemente zumindest uUberwiegend verhindert

wird.

Gemafd einer vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das Anordnen
der wenigstens zwei benachbarten Elemente zusatzlich ein
Herstellen eines ersten elektrischen Kontakts zwischen
Kontaktflachen des Tragerelements und den wenigstens zweil
benachbarten Elementen. Durch ein gemeinsames Herstellen
eines ersten elektrischen Kontaktes zusammen mit dem Anordnen
der wenigstens zwei Elemente auf dem Tragerelement wird der
Anschluss der wenigstens zweili benachbarten Elemente

vereinfacht.

Gemald einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das
Verfahren zusatzlich ein Erstellen wenigstens eines
Ausschnitts in der Schutzschicht, ein Aufbringen einer
elektrisch leitenden Anschlussschicht auf der Schutzschicht
und ein Herstellen eines zweiten elektrischen Kontakts
zwischen der Anschlussschicht und den wenigstens zwei
benachbarten Elementen im Bereich des wenigstens einen
Ausschnitts. Durch das Aufbringen einer Anschlussschicht und
Herstellen eines Kontakts im Bereich des Ausschnitts kann die
elektrische Kontaktierung der wenigstens zwei benachbarten

Elemente weiter vereinfacht werden.

Gemafs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das
Aufbringen der elektrisch isolierenden Schutzschicht ein
flachiges Aufbringen eines transparenten Isolationsmaterials
auf das Tragerelement mit den wenigstens zwei Elementen. Ein
flachiges Aufbringen des transparenten Isolationsmaterials
kann herstellungstechnisch besonderes einfach durchgefihrt

werden.
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Gemafy einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die elektrisch
isolierende Schutzschicht in dem ersten Bereich unterbrochen.
Durch ein Unterbrechen der Schutzschicht in dem Bereich, der
einer optischen Trennung zwischen den zwei Elementen dient,
wird eine technisch einfache Herstellung des

optoelektronischen Bauelementes ermdglicht.

Gemdf® einer alternativen Ausgestaltung wird das transparente
Isolationsmaterial in dem wenigstens einen ersten Bereichs
durch Einbringen von mindestens einem ersten Fremdstoff,
beispielsweise eines Farbstoffes oder eines
strahlungsabsorbierenden oder reflektierenden Fullstoffes,
eingefarbt. Ein Einfarben eines zunachst transparenten
Isolationsmaterials in dem Bereich, der einer optischen
Trennung zwischen den zweili Elementen dient, ermdglicht
ebenfalls eine technisch einfache Herstellung des

optoelektronischen Bauelementes.

Gemafd einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird das
transparente Material auf das Tragermaterial aufgeschleudert.
Hierzu kann mit Vorteil ein konventionelles

Schleuderverfahren angewendet werden.

GemafR einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das
Herstellungsverfahren zusatzlich ein Bilden eines
Konversionselements in wenigstens einem dritten Bereich der
Schutzschicht durch Einbringen von mindestens einem zweiten
Fremdstoff, beispielsweise ein organischer oder anorganischer
Leuchtstoff, in das transparente Isolationsmaterial. Durch
das Einbringen eines zweiten Fremdstoffes kann ein
Konversionselement, beispielsweise eine fotolumineszente

Konversionsschicht, besonders einfach hergestellt werden.
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Gemals einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst das
Aufbringen der elektrisch isolierenden Schutzschicht ein
Aufbringen eines die elektromagnetische Strahlung
absorbierendes oder reflektierendes Isolationsmaterials auf
die erste Seite des Tragerelements, wobei das
Isolationsmaterial jeweils wenigstens einem Ausschnitt in
zwel den wenigstens zwel benachbarten Elementen zugeordneten
dritten Bereichen aufweist. Durch Aufbringen eines
Isolationsmaterials mit wenigstens zweil Ausschnitten in der
Schutzschicht wird auf technisch einfache Weise eine
Blendenstruktur bereitgestellt. Dabei kdénnen die Ausschnitte
vor oder nach dem Aufbringen des Isolationsmaterials erstellt
werden. Hierzu eignet sich insbesondere die Verwendung einer

farbigen Folie.

Gemafs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird
zwischen den wenigstens zweil benachbarten Elementen eine
Vertiefung geformt. Die Vertiefung vermindert die optische

Kopplung der benachbarten Elemente.

Gemafs einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird im
Bereich der Vertiefung ein reflektierendes Element
angeordnet. Das reflektierende Element verbessert die

optische Entkopplung der benachbarten Elemente.

Gemafl einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung wird das
reflektierende Element in der Vertiefung galvanisch
abgeschieden. Auf diese Weise lasst sich das reflektieren

Elemente verfahrenstechnisch besonders einfach herstellen.
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Gemaf einer weiteren Ausgestaltung wird die elektrisch
isolierende Schutzschicht mit Vorteil durch Laminieren auf

die erste Seite aufgebracht wird.

Weitere Einzelheiten und Ausgestaltungen der Erfindung sind

in den Unteranspriuchen angegeben.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausfihrungsbeispielen ndher erlautert. In den dargestellten
Ausflihrungsbeispielen werden identische Bezugszeichen fir

Elemente mit gleicher oder &hnlicher Funktion verwendet.

In den Figuren zeigen:

Figuren 1A und 1B ein optoelektronisches Bauelement gemaf

einer Ausgestaltung der Erfindung,

Figur 2 ein optoelektronisches Bauelement gemdfi einer

weilteren Ausgestaltung der Erfindung,

Figur 3 ein optoelektronisches Bauelement gemafs einer

welteren Ausgestaltung der Erfindung,

Figur 4 ein optoelektronisches Bauelement gemafd einer

weliteren Ausgestaltung der Erfindung und

Figur 5 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung

eines optoelektronischen Bauelementes.

Figur 1A zeigt einen Querschnitt durch ein optoelektronisches
Bauelement 1. Das optoelektronische Bauelement 1 weist ein
Tragerelement 2 sowie zwel auf dem Tragerelement 2

angeordnete Elemente 3a und 3b auf. Jedes der Elemente 3a und
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3b umfasst einen optisch aktiven Bereich 4a beziehungsweise

4b.

Beispielsweise handelt es sich bei dem Tragerelement 2 um ein
Leiterplattenmaterial, auf dem zwei LED-Chips als benachbarte
strahlungsemittierende Elemente 3a und 3b aufgeldtet sind.
Alternativ kann das Tragerelement 2 auch als Keramiktrager
ausgefihrt sein, auf dem die Elemente 3a und 3b festgeklebt
sind. Die Verwendung eines Keramiktrégers anstelle eines
Leiterplattenmaterials erhdht insbesondere die
Warmeleitfahigkeit des Tragerelementes 1 und eignet sich
daher fur besonders leistungsfahige Elemente 3a und 3b. Auch
die Verwendung eines Aufwachssubstrates, beispielsweise eines

Germanium-Wafers, als Tragerelement ist mdglich.

Der optisch aktive Bereich 4a beziehungsweise 4b kann
beispielsweise ein Bereich eines Halbleiterschichtenstapels
sein, in dem Majoritats- und Minoritatsladungstréager einer
Halbleiterdiodenstruktur beim Anlegen einer Betriebsspannung
miteinander rekombinieren und elektromagnetische Strahlung

aussenden.

Bei einer beispielhaften Ausgestaltung sind die Elemente 3a
und 3b DUinnfilm-Leuchtdiodenchips, beispielsweise auf Basis
eines Nitrid-Verbindungshalbleitermaterials oder
Halbleitermaterialsystems wie beispielsweise InGaN oder
InGaAIP. Bei dieser Ausgestaltung sind eine erste und eine
zweite Anschlussschicht zumindest stellenweise zwischen der
Halbleiterschichtenfolge und dem Tragerelement 2 angeordnet.
Ein Dunnfilm-Leuchtdiodenchip zeichnet sich durch mindestens

eines der folgenden charakteristischen Merkmale aus:
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an einer zu dem Tragerelement 2, insbesondere einem
Tragersubstrat, hingewandten Hauptfldche der
strahlungserzeugenden Halbleiterschichtenfolge, bei
der es sich insbesondere um eine strahlungserzeugende
Epitaxie-Schichtenfolge handelt, ist eine
reflektierende Schicht aufgebracht oder ausgebildet,
die zumindest einen Teil der in der
Halbleiterschichtenfolge erzeugten
elektromagnetischen Strahlung 10 in diese
zurUckreflektiert;

bei dem Tragerelement 2 handelt es sich nicht um ein
Wachstumssubstrat, auf dem die
Halbleiterschichtenfolge epitaktisch gewachsen wurde,
sondern um ein separates Tragerelement 2, das
nachtraglich an der Halbleiterschichtenfolge
befestigt wurde;

die Halbleiterschichtenfolge weist eine Dicke im
Bereich von 20 um oder weniger, insbesondere im
Bereich von 10 um oder weniger auf;

die Halbleiterschichtenfolge ist frei von einem
Aufwachssubstrat. Vorliegend bedeutet ,frei von einem
Aufwachssubstrat, dass ein gegebenenfalls zum
Aufwachsen benutztes Aufwachssubstrat von der
Halbleiterschichtenfolge entfernt oder zumindest
stark gedinnt ist. Insbesondere ist es derart
gedlinnt, dass es flr sich oder zusammen mit der
Epitaxie-Schichtenfolge alleine nicht freitragend
ist. Der verbleibende Rest des stark gedinnten
Aufwachssubstrats ist insbesondere als solches fur
die Funktion eines Aufwachssubstrates ungeeignet; und
die Halbleiterschichtenfolge enthalt mindestens eine
Halbleiterschicht mit zumindest einer Flache, die

eine Durchmischungsstruktur aufweist, die im
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Idealfall zu einer anndhernd ergodischen Verteilung
des Lichtes in der Halbleiterschichtenfolge fuhrt,
das heifft, sie weist ein mdglichst ergodisch

stochastisches Streuverhalten auf.

Ein Grundprinzip eines DUnnfilm-Leuchtdiodenchips ist
beispielsweise in der Druckschrift I. Schnitzer et al., Appl.
Phys. Lett. 63 (16) 18. Oktober 1993, Seiten 2174 - 2176
beschrieben, deren Offenbarungsgehalt insofern hiermit durch
RlUckbezug aufgenommen wird. Beispiele fir Dunnfilm-
Leuchtdiodenchips sind in den Druckschriften EP 0905797 A2
und WO 02/13281 Al beschrieben, deren Offenbarungsgehalt
insofern hiermit ebenfalls durch Rickbezug aufgenommen wird.
Ein DUinnfilm-Leuchtdiodenchip ist in guter Naherung ein
Lambert’scher Oberfldchenstrahler und eignet sich von daher
beispielsweise gut fir die Anwendung in einem Scheinwerfer,

etwa einem Kraftfahrzeugscheinwerfer.

Die zwei benachbarten Elemente 3a und 3b sind in dem
Ausfihrungsbeispiel gemdfd Figur 1A zumindest teilweise mit
einer elektrisch isolierenden Schutzschicht 5 bedeckt. Die
elektrisch isolierende Schutzschicht 5 besteht im
Ausflihrungsbeispiel aus einem ersten Bereich 5a der zumindest
teilweise zwischen den zwei benachbarten Elementen 3a und 3b
angeordnet ist, sowie zwel zweiten Bereichen 5b auf den

voneinander abgewandten Seiten der Elemente 3a und 3b.

Auf den zweiten Bereichen 5b ist eine Anschlussschicht 6
angeordnet die eine Oberflache der Elemente 3a und 3b mit
Anschlusskontakten 7a und 7b auf dem Tragerelement 2
verbindet. Auf dem Tragerelement 2 sind des Weiteren zwei

Kontaktflachen 8a und 8b angeordnet, Uber die die Unterseite
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der Elemente 3a und 3b mit einer Betriebsspannung versorgt

werden koénnen.

Die zwei Elemente 3a und 3b sind durch eine Vertiefung 11
voneinander getrennt, wobei der erste Bereich 5a der

Schutzschicht 5 teilweise in die Vertiefung 11 hineinragt.

Figur 1B zeigt eine Aufsicht auf das Bauelement 1, in der die

Schutzschicht 5 besonders gut zu erkennen ist.

Im Ausfihrungsbeispiel wird die Schutzschicht 5 durch eine
Polymerfolie gebildet, aus der in einem Bereich Uber den
Elementen 3a und 3b zwei Ausschnitte 9a ausgeschnitten
beziehungsweise ausgestanzt sind. Durch die Ausschnitte 9a in
der Schutzschicht 5 tritt im eingeschalteten Zustand des
Bauelements elektromagnetische Strahlung 10, insbesondere
sichtbares Licht, z.B. mit Wellenlangen im Bereich zwischen

400 und 800 Nanometer, aus.

Des Weiteren umfasst die Schutzschicht 5 weitere Ausschnitte
9b und 9c¢, durch die die Anschlussschicht 6 die darunter
liegenden Elemente 3a und 3b beziehungsweise die
Anschlusskontakte 7a und 7b elektrisch kontaktiert. Im
dargestellten Ausfihrungsbeispiel umfasst die
Anschlussschicht 6 zwel getrennte Leiterbahnelemente, die
beispielsweise durch bekannte fotolithographische Verfahren
auf das Bauelement 1 aufgetragen wurden. Selbstverstdndlich
ist es auch mdéglich, eine gemeinsame Anschlussschicht flur

beide Elemente 3a und 3b zu verwenden.

Bei der Polymerfolie handelt es sich bevorzugt um eine
farbige oder schwarze Folie, die im Wellenlé&ngenbereich der

von den optisch aktiven Bereichen 4a und 4b ausgestrahlten
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elektromagnetischen Strahlung 10 ganz oder zumindest
uberwiegend undurchldssig ist. Bevorzugt absorbiert die
Schutzschicht 5 im ersten Bereich 5a mehr als 50 Prozent der
auf sie treffenden elektromagnetischen Strahlung 10,
besonders bevorzugt mehr als 75 Prozent, zum Beispiel 90
Prozent, bevorzugt mehr als 95 Prozent, zum Beispiel 98
Prozent oder mehr. Elektromagnetische Strahlung 10, die mit
einem zu groffen Abstrahlwinkel bezlglich der Vertikalen zum
Tragerelement 2 ausgestrahlt wird, wird daher Uberwiegend in
dem ersten Bereich 5a beziehungsweise in den zweiten
Bereichen 5b der Schutzschicht 5 von der Polymerfolie
absorbiert. Dies ist insbesondere durch den linken Pfeil

anhand des in der Figur 1A rechten Elementes 3b dargestellt.

Wie aus den Figuren 1A und 1B deutlich wird, dient die
Schutzschicht 5 einer doppelten Funktion. Zum Einen bildet
sie Blendenelemente flir die von den optisch aktiven Bereichen
4a und 4b ausgestrahlten elektromagnetischen Strahlung 10.
Dariiber hinaus isoliert sie die Elemente 3a und 3b auflerhalb
der gewlunschten Kontaktbereiche von der Anschlussschicht 6.
Das optoelektronische Bauelement 1 gemaf den Figuren 1A und
1B ist besonders einfach herstellbar und weist ein im
Vergleich zu herkdémmlichen optoelektronischen Bauelementen
mit benachbarten optisch aktiven Bereichen 4a und 4b

verbessertes Kontrastverhaltnis auf.

Figur 2 zeigt ein optoelektronische Bauelement 12 gemafs einer
weiteren Ausgestaltung der Erfindung. Das optoelektronische
Bauelement 12 ist ahnlich wie das optoelektronische
Bauelement 1 gemd&f der Figur 1 aufgebaut. Insbesondere weist
es ebenfalls ein Tr&gerelement 2 auf, auf dem zwei
benachbarte Elemente 3a und 3b, die jeweils einen optisch

aktiven Bereich 4a und 4b umfassen, angeordnet sind.
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Anders als das optoelektronische Bauelement 1 ist auf das
optoelektronische Bauelement 12 gemaf Figur 2 ganzflachig
eine Schutzschicht 5 aufgetragen. Beispielsweise besteht die
Schutzschicht 5 aus einem zundchst klaren Polymermaterial,
das im Bereich der Elemente 3a und 3b auf das Tragerelement 2

aufgeschleudert ist.

Die Schutzschicht 5 des optoelektronischen Bauelementes 12
weist einen ersten Bereich 5a, zwel zweite Bereiche 5b sowie
zwel dritte Bereiche 5c¢ auf. Der erste Bereich 5a sowie die
zwel zweiten Bereiche 5b, die im linken beziehungsweise
rechten Teil der Elemente 3a und 3b angeordnet sind, sind
durch Einbringen von ersten Fremdstoffen eingefarbt.
Insbesondere kénnen sie durch das Einbringen von
Farbstoffpartikeln flir Licht einer Wellenldnge der von den
optisch aktiven Bereichen 4a und 4b ausgesandten
elektromagnetischen Strahlung 10 ganz oder zumindest

uberwiegend undurchlassig gemacht sein.

Fir das Auf- oder Einbringen der Fremdstoffe eignen sich
beispielsweise Siebdruck- oder Diffusionsverfahren, wobei
nicht zu farbende Bereiche der Schutzschicht 5 Uber geeignete
Masken abgedeckt werden. Anstelle des Einbringens von
Fremdstoffen kdénnen auch fotolithographische Verfahren
Anwendung finden, bei denen Bereiche der Schutzschicht 5 Uber
geeignete Masken belichtet und durch einen nachfolgenden

Entwicklungsprozess verfarbt werden.

Im in der Figur 2 dargestellten Ausfihrungsbeispiel ist die
Vertiefung 11 zwischen dem ersten Element 3a und dem zweiten
Element 3b vollstandig von dem gefarbten Polymermaterial des

ersten Bereiches 5a der Schutzschicht 5 ausgefillt. Somit
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wird ein Nebenleuchten der benachbarten Elemente 3a und 3b

weiltestgehend, vorzugsweise vollstandig verhindert.

Die dritten Bereiche 5c¢ der Schutzschicht 5 sind auf der
vorderseitigen Oberfl&che der Elemente 3a und 3b angeordnet,
durch die die elektromagnetische Strahlung der optisch
aktiven Bereiche 4a und 4b austreten soll. Gemafs einer
Ausgestaltung wird das Material der Schutzschicht 5 in den
dritten Bereichen 5c verfestigt, wobei es seine transparente
Eigenschaft behdlt. Die dritten Bereiche 5c¢ der Schutzschicht
5 dienen somit als Schutzschicht fir die empfindiichen
Elemente 3a und 3b und erlauben einen weitgehend

ungehinderten Austritt der elektromagnetischen Strahlung 10.

Gemafd einer vorteilhaften Ausgestaltung dienen die dritten
Bereiche 5c des Weiteren als fotolumineszente
Konversionselemente 13. Beispielsweise kann eine
Polymerschicht durch Einbringen von organischem oder
anorganischem Leuchtstoff in ein Konversionselement 13
umgewandelt werden. Das Konversionselement 13 gemafl Figur 2
absorbiert dabei einen Teil der elektromagnetischen Strahlung
10 einer ersten Wellenlange der optisch aktiven Bereiche 4a
und 4b und strahlt elektromagnetische Strahlung einer anderen

Wellenlange aus.

Beispielsweise kdnnen die optisch aktiven Bereiche 4a und 4b
Licht einer verhdltnismaflig kurzen Wellenléange,
beispielsweise blaues Licht, ausstrahlen, das durch die
Konversionselemente 13 zumindest teilweise in Licht einer
langeren Wellenldnge, beispielsweise gelbes oder grines und
rotes Licht, umgewandelt wird. Durch die Uberlagerung von
elektromagnetischer Strahlung kurzer Wellenl&nge und groéfierer

Wellenldnge entsteht fir einen Beobachter des
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optoelektronischen Bauelementes 12 der Eindruck eines
mischfarbigen, beispielsweise weiffen Leuchtelementes. Auf
diese Weise kann das optoelektronische Bauelement 12 an ein

vorgegebenes Anforderungsprofil angepasst werden.

Anstelle der in der Figur 2 durch Einbringen von Leuchtstoff
hergestellter Konversionselemente 13 kdnnen
selbstverstandlich auch separate Konversionsplattchen auf

einem optoelektronischen Bauelement angeordnet werden.

Figur 3 zeigt eine weitere Ausgestaltung eines
optoelektronischen Bauelementes 14. Das optoelektronische
Bauelement 14 umfasst ein Tragerelement 2, auf dem zwei
Elemente 3a und 3b mit jeweils einem optisch aktiven Bereich
4a beziehungsweise 4b benachbart angeordnet sind. Die
Elemente 3a und 3b sind auf elektrisch leitfahigen
Kontaktfl&chen 8a beziehungsweise 8b angeordnet, die den
optisch aktiven Bereich 4a beziehungsweise 4b mit einem
ersten elektrischen Spannungspotential verbinden. Die
benachbarten Elemente 3a und 3b sind derart auf den
Tragerelement 2 angeordnet, dass zwischen ihnen eine Lucke in

Form einer Vertiefung 11 verbleibt.

Uber den beiden Elementen 3a und 3b ist eine elektrisch
isolierende Schutzschicht 5 angeordnet, die im
Ausflihrungsbeispiel aus jeweils zwei seitlichen Bereichen 5b
und einem Deckelbereich 5c an der Oberflache der optisch
aktiven Bereiche 4a beziehungsweise 4b besteht. Die
elektrisch isolierende Schutzschicht 5 schitzt die Elemente
3a und 3b vor mechanischen und elektrischen Stdrungen.
Insbesondere isoliert sie das Element 3a und das Element 3b

von einer elektrisch leitenden Anschlussschicht 6, welche die
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optisch aktiven Bereichen 4a beziehungsweise 4b mit einem

zweiten elektrischen Spannungspotential verbindet.

Im Ausfihrungsbeispiel handelt es sich bei dem
optoelektronischen Bauelement 14 um einen
Oberflachenstrahler, der in der Figur 3 dargestellten
Anordnung elektromagnetische Strahlung 10, beispielsweise
Licht im sichtbaren Bereich, nach oben abgibt, also im
Wesentlichen senkrecht von dem Tragerelement 2 weg. Die
elektrisch isolierende Schutzschicht besteht beispielsweise
aus einer transparenten Polymerfolie, welche die
elektromagnetische Strahlung 10 Uberwiegend ungehindert

durchléasst.

Um ein Nebenleuchten der benachbart angeordneten optisch
aktiven Bereiche 4a und 4b zu vermeiden, wurde die elektrisch
isolierende Schutzschicht 5 in einem Zwischenbereich 5a
zwischen den beiden Elementen 3a und 3b unterbrochen. Somit
wird eine unbeabsichtigte optische Wellenleiterfunktion der
elektrisch isolierenden Schutzschicht 5 von dem ersten
optisch aktiven Bereich 4a zu dem zweiten optisch aktiven
Bereich 4b oder umgekehrt vermieden. Beispielsweise kann eine
Unterbrechung 15 dadurch hergestellt werden, dass eine
Polymerfolie im Bereich der Vertiefung 11 durchtrennt wird.
Hierzu eignen sich beispielsweise lLaserschneidverfahren, bei
denen ultrakurze, energiereiche Laserimpulse zur lokalen

Auflésung der Schutzschicht 5 verwendet werden.

Um ein Nebenleuchten noch weiter zu unterdrlicken, sind gemafs
der dargestellten Ausgestaltung im Bereich der Unterbrechung
15 zus&tzliche galvanische Spiegelschichten 16 auf der

isoclierenden Schutzschicht 5 angeordnet. Die Spiegelschichten

16 werfen von dem ersten und zweiten optisch aktiven
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Bereichen 4a und 4b seitlich ausgesandte elektromagnetische
Strahlung 10 in Richtung der Quelle zuruck und verhindern

somit ein Nebenleuchten.

Die galvanische Spiegelschicht 16 kann beispielsweise
zusammen mit der elektrisch leitenden Anschlussschicht 6
aufgebracht werden. Die galvanische Spiegelschicht 16 kann
dabei vor oder nach Unterbrechung der isolierenden
Schutzschicht 5 aufgebracht werden. Wird die galvanische
Spiegelschicht 16 zuvor aufgebracht, sollte sie bevorzugt so
dinn oder flexibel ausgestaltet werden, dass sie nach
erfolgter Unterbrechung der Schutzschicht 5 zusammen mit
dieser entlang der Seitenfldchen der Elemente 3a und 3b
heruntergeklappt werden kann. Die Ublicherweise in einem
galvanischen Herstellungsschritt verwendeten Metalle und
Metalllegierungen weisen in der Regel die hierzu bendtigte
Flexibilitdt auf. Gegebenenfalls kénnen die Schutzschicht 5
und/oder die Spiegelschicht 16 im Bereich der Knickstellen

lokal erhitzt werden, um eine Durchbiegung zu erleichtern.

Figur 4 zeigt eine weitere Ausgestaltung eines
optoelektronischen Bauelementes 17. Das optoelektronische
Bauelement 17 umfasst wiederum ein Tragerelement 2 mit zwei
darauf benachbart angeordneten Elementen 3a und 3b mit
jeweils einem optisch aktiven Bereich 4a beziehungsweise 4Db.
Die benachbart angeordneten Elemente 3a und 3b sind jeweils
auf einer zugeordneten Kontaktflache 8a beziehungsweise 8b
des Tragerelementes 2 angeordnet und strahlen
elektromagnetische Strahlung 10 in einer Richtung aus, die im
wegsentlichen senkrecht zur Oberfléche des Tragerelementes 2

ist.
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Um ein ungewlnschtes Nebenleuchten der optisch aktiven
Bereiche 4a und 4b in dem optoelektronischen Bauelement 17 zu
verhindern, ist eine erste Kupfersaule 18a in einem
Zwischenraum zwischen den Elementen 3a und 3b auf dem
Tragerelement 2 angeordnet. Die Kupfersdule 18a kann
beispielsweise mittels eines galvanischen Prozesses auf dem

Tragerelement 2 abgeschieden werden.

Die Anordnung gemafs Figur 4 enth&lt des Weiteren zwel weitere
Kupfersdulen 18b und 18c, die zur Versorgung dexr optisch
aktiven Bereiche 4a beziehungsweise 4b mit einem
Betriebsstrom dienen. Zu diesem Zweck ist eine elektrisch
leitende Anschlussschicht 6 auf einer uUber den benachbart
angeordneten Elementen 3a und 3b angeordnete elektrisch
isolierende Schutzschicht 5 angeordnet. Selbstverstdndlich
kann die erste Kupférséule 18a auch die Funktion einer oder

beider der Kupfersaulen 18b und 18c uUbernehmen.

Die elektrisch isolierende Schutzschicht 5 ist in dem Bereich
der ersten Kupfersaule 18a durch diese unterbrochen. Dies
verhindert eine Wellenleitung innerhalb der elektrisch
isolierenden Schutzschicht 5 und somit eine Nebenleuchten der
optisch aktiven Bereiche 4a und 4b. Gleichzeitig wirkt die
Kupfersaule 18a auch als reflektierendes Element und
verhindert somit eine direkte optische Kopplung der
benachbart angeordneten Element 3a und 3b. Zur Verbesserung
der mechanischen Stabilit&t kann der verbleibende Hohlraum
zwischen dem Tragerelement 2 und der Schutzschicht 5 mit

einem FUllmaterial aufgeftllt werden.

In dem in der Figur 4 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel kann
die elektrisch isolierende Schutzschicht 5 beispielsweise

durch Rolllaminieren auf das optoelektronische Bauelement 17
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aufgetragen werden. Dies resultiert gegenuber anderen
Herstellungsverfahren, wie beisgpielsweise der so genannten
Vakuumlaminiertechnik, in einer einfacheren Herstellung.
Gleichzeitig ist die Dicke der elektrisch isolierenden
Schutzschicht 5 reduzierbar, beispielsweise auf eine
Foliendicke von nur etwa 20 um. Die hat unter anderem den
Vorteil, dass der Transmissionsgrad der Schutzschicht 5

erhdht wird und deren Materialkosten sich verringern.

Figur 5 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens 30 zur

Herstellung eines optoelektronischen Bauelementes.

In einem ersten Schritt 31 wird ein Tragerelement 2
bereitgestellt. Beispielsweise kann eine Leiterplatte mit
darauf angeordneten Anschlusskontakten 7a und 7b und
Kontaktflachen 8a und 8b bereitgestellt werden. Alternativ
kann auch ein Keramik- oder sonstiges Tragerelement
bereitgestellt werden, das zur mechanischen Befestigung, zum
elektrischen Anschluss und/oder zur Kuhlung von darauf

anzuordnenden Elementen 3a, 3b dient.

In einem zweiten Schritt 32 werden wenigstens zwei Elemente
3a und 3b mit jeweils einem optisch aktiven Bereich 4a und 4b
auf dem Trégerelement 2 angeordnet. Es ist auch mdglich, die
Elemente 3a und 3b epitaktisch direkt auf dem Tragerelement 2

aufzuwachsen.

GemafR einer Ausgestaltung der Erfindung sind die Elemente 3a
und 3b zumindest in einer Schicht miteinander verbunden.
Beispielsweise kann eine Schicht eines
Halbleiterschichtenstapels, der nur eine geringe
Leitfahigkeit in horizontaler Richtung aufweist, zur

mechanischen Verbindung der benachbarten Elemente 3a und 3b
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verwendet werden. Alternativ werden die Elemente 3a und 3b

getrennt voneinander auf dem Tragerelement 2 angeordnet.

In einer bevorzugten Ausgestaltung werden die Elemente 3a und
3b auf Kontaktflachen 8a beziehungsweise 8b angeordnet und
gleichzeitig mit der mechanischen Verbindung auch elektrisch
mit dem Tragerelement 2 verbunden. Beispielsweise kdénnen
Elemente 3a und 3b durch ein Lotmaterial im Bereich von
Kontaktfladchen 8a beziehungsweise 8b elektrisch und

mechanisch verbunden werden.

Gemaf? einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung werden eine
Mehrzahl von Elementen 3 auf dem Tragerelement 2 angeordnet.
Beispielsweise koénnen zweil Ubereinander angeordnete Zeilen
mit einer Mehrzahl von Elementen 3a und 3b auf einem
gemeinsamen Tragerelement angeordnet werden, wobei alle
Elemente einer ersten Zeile zum Bereitstellen eines
Abblendlichtes und alle Elemente 3b der zweiten Zeile zur

Bereitstellung eines Fernlichtes dienen.

In einem Schritt 33 wird auf dem Tragerelement 2,
insbesondere im Bereich der Elemente 3a und 3b eine
Schﬁtzschicht 5 aufgebracht. Dabei kann die Schutzschicht 5
beispielsweise in Form einer Polymerfolie auf die Elemente 3a
und 3b aufgeklebt oder laminiert werden. Alternativ kann auch
ein flussiges Material, beispielsweise ein klares
Polymermaterial auf das Tragerelement 2 aufgeschleudert

werden.

Gemaf? einer Ausgestaltung ist die Schutzschicht 5 zumindest
in einem ersten Bereich Sa fur elektromagnetische Strahlung
10 der optisch aktiven Bereiche 4a und 4b undurchléassig.

Gemaf? einer alternativen Ausgestaltung ist die aufgebrachte



WO 2009/079985 25 PCT/DE2008/002067

Schutzschicht 5 zundchst durchléssig, wird in dem ersten
Bereich 5a jedoch fur elektromagnetische Strahlung 10
zumindest teilweise undurchlassig gemacht. Beispielsweise
eignet sich hierfiir das Einbringen von Fremdstoffen in den
ersten Bereich 5a. Alternativ kann die Schutzschicht 5 vor
oder nach dem Aufbringen in dem ersten Bereich 5a auch

durchtrennt werden.

Sofern die Schutzschicht 5 die gesamte Oberflache der
Elemente 3a und 3b bedeckt und flir elektromagnetische
Strahlung 10 der optisch aktiven Bereiche 4a und 4b
undurchléssig ist, mussen ein oder mehrere
Transmissionsfenster, beispielsweise in Form von
Ausschnitten, in die Schutzschicht 5 eingebracht werden. Dies
wird in der Figur 5 als optional dargestellten Schritt 34
durchgefihrt. Das Herstellen von Ausschnitten 9 kann im Falle
~einer lichtundurchléassigen Polymerfolie bereits vor dem
Aufbringen der Folie auf die Elemente 3a und 3b durchgefihrt
werden. Im Falle einer aufgeschleuderten Schutzsicht 5 kdénnen
Teile der Schutzschicht 5 in dritten Bereichen 5c entfernt
oder durch geeignete Bearbeitung fur elektromagnetische
Strahlung 10 durchsichtig gemacht werden. Hierzu eignen sich
auch Verfahren zum strukturierten Formen, Pressen oder
Giessen der Schutzschicht 5, beispielsweise durch einen so
genannten Boschmann-Prozess. Weitere Ausschnitte in der
Schutzschicht 5 koénnen zur elektrischen Kontaktierung der

Elemente 3 von der Oberseite her vorgesehen werden.

Alternativ zur Einbringung von Fremdstoffen kann eine
Schutzschicht 5 aus einem fotoempfindlichen Material,
beispielsweise einem Silikonmaterial, in dem ersten, zweiten
und/oder dritten Bereich 5a, 5b und/oder 5c¢ eingefarbt

werden. Hierzu kénnen fotolithografische Verfahren verwendet
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werden, die entweder in einer Ein- oder Entfarbung
ausgewahlter Bereiche der Schutzschicht 5 mittels Belichtung
fihren. Alternativ kénnen auch einzelne Bereiche einer
fotoempfindlichen Schicht belichtet und fixiert und in einem
spateren Entwicklungsschritt unfixierte Schichten entfernt

werden.

In einem alternativen Verfahrensschritt 35 wird die
elektrisch isolierende Schutzschicht in dem ersten Bereich 5a
unterbrochen. Die Unterbrechung der elektrisch isolierenden
Schutzschicht 5 kann beispielsweise durch Lasertrennverfahren
oder auch mechanische Schneidverfahren erfolgen, wobel eine
Durchtrennung vor oder nach Anordnung der Schutzschicht auf
den wenigstens zwei benachbart angeordneten Elementen 3
durchgefihrt werden kann. Eine vorherige Trennung hat den
Vorteil, dass keine weiteren Verfahrensschritte nach Anordnen
der Schutzschicht 5 auf den Elementen 3 mehr durchgefihrt
werden miussen und sich somit das Risiko einer Verschmutzung
oder Beschadigung der optischen aktiven Bereiche 4
vermindert. Die nachtragliche Durchtrennung der Schutzschicht
5 besitzt den Vorteil, dass die Unterbrechung 15 bezogen auf
die benachbart angeordneten Elemente 3 an der gewunschten
Stelle und in demselben Herstellungsprozess durchgefuhrt

werden kann.

In einem weiteren alternativen oder zusatzlichen
Verfahrensschritt 36 wird ein reflektierendes Element
zumindest teilweise in einem Zwischenraum zwischen den
benachbart angeordneten Elementen 3 angeordnet.
Beispielsweise kann eine Metallschicht vor oder nach
Unterbrechung der Schutzschicht 5 auf der elektrisch
isolierenden Schutzschicht 5 galvanisch abgeschieden werden.

Alternativ ist es auch moglich, ein reflektierendes Element
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in einem Zwischenraum einzubringen, beispielsweise durch
Abscheiden einer Kupfersdule 18a in einem Bereich einer

Vertiefung 11 zwischen den Elementen 3a und 3b.

In einem weiteren optionalen Schritt 37 wird eine
Anschlussschicht 6 auf zweite Bereiche Sb der Schutzschicht 5
aufgebracht. Durch Aufbringen der Anschlussschicht 6 wird
eine Kontaktierung der Elemente 3a, 3b und somit der darin
enthaltenen optisch aktiven Bereiche 4a und 4b von der
Oberseite her ermdglicht. Darlber hinaus wirkt die
Anschlussschicht 6 als zusatzliches Blendenelement der

optisch aktiven Bereiche 4.

Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Figur 5
dargestellte Abfolge von Arbeitsschritten nur beispielhaft
ist und bezlglich ihrer Reihenfolge angepasst werden kann.
Beispielsweise ist es mdglich, eine Schutzschig¢cht 5 zunachst
auf die Elemente 3a und 3b aufzutragen, bevor diese auf dem

Tragerelement 2 angeordnet werden.

Des Weiteren ist es flir einen Fachmann offensichtlich, dass
samtliche in den Figuren 1A und 1B sowie den Figuren 2 bis 4
dargestellten Merkmale in nahezu beliebiger Weise miteinander

kombiniert werden kdénnen.
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Patentanspruche
1. Optoelektronisches Bauelement (1, 12, 14, 17), aufweisend
ein Tragerelement (2), wenigstens zwei auf einer ersten

Seite des Tragerelements (2) benachbart angeordnete
Elemente (3) mit jeweils mindestens einem optisch aktiven
Bereich (4) zum Erzeugen elektromagnetischer Strahlung
(10) und eine zumindest teilweise auf einer der ersten
Seite gegenlberliegende Oberflache der wenigstens zwei
benachbarten Elemente (3) angeordnete, elektrisch
isolierende Schutzschicht (5), wobei die Schutzschicht
(5) wenigstens in einem zwischen den wenigstens zwei
benachbarten Elementen (3) angeordneten ersten Bereich
(5a) eine Transmission der von den optisch aktiwven
Bereichen (4) erzeugbaren elektromagnetische Strahlung

(10) zumindest Uberwiegend unterbindet.

2. Optoelektroniséhes Bauelement (14, 17) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrisch isoclierende Schutzschicht (5) in dem

ersten Bereich (5a) unterbrochen ist.

3. Optoelektronisches Bauelement (1, 12) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die elektrisch isolierende Schutzschicht (5) in dem
ersten Bereich (5a) die elektromagnetische Strahlung (10)

absorbiert.

4. Optoelektronisches Bauelement (1, 12, 14, 17) nach einem
der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den wenigstens zwel benachbarten Elementen (3)

eine Vertiefung (11) angeordnet ist.
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5. Optoelektronisches Bauelement (1, 14, 17) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vertiefung (11) sich Uber die gesamte Hbhe der

wenigstens zwei Elemente (3) erstreckt.

6. Optoelektronisches Bauelement (14, 17) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
in dem ersten Bereich (5a) ein reflektierendes Element
(16, 18a) angeordnet ist, dass zumindest teilweise in die

Vertiefung (11) hineinreicht.

7. Optoelektronisches Bauelement (1, 12, 14) nach Anspruch 4
oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrisch
isolierende Schutzschicht (5) in Richtung des
Tragerelements (2) zumindest teilweise in die Vertiefung

(11) eindringt.

8. Optoelektronisches Bauelement (1, 12, 14, 17) nach einem
der Ansprlche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
auf wenigstens einem zweiten Bereich (5b) der
Schutzschicht (5) eine elektrisch leitende
Anschlussschicht (6) zum elektrischen Anschliefen der
wenigstens zwei optisch aktiven Bereiche (4) angeordnet

ist.

9. Optoelektronisches Bauelement (1, 12) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schutzschicht (5) in dem zweiten Bereich (5b) fur die
von den optisch aktiven Bereichen (4) erzeugte
elektromagnetische Strahlung (10) zumindest Uberwiegend

undurchlassig ist.
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Optoelektronisches Bauelement (12) nach einem der
Anspriche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass

in wenigstens einem dritten Bereich (5c) der
Schutzschicht (5) ein fotolumineszentes
Konversionselement (13) angeordnet ist, das
elektromagnetische Strahlung (10) einer ersten
Wellenlidnge absorbiert und elektromagnetische Strahlung

einer zweiten Wellenlédnge emittiert.

Optoelektronisches Bauelement (1, 12, 14, 17) nach einem
der Anspruche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Mehrzahl von Elementen (3) mit jeweils mindestens
einem optisch aktiven Bereich (4) auf der ersten Seite
des Tréagerelements (2) angeordnet ist, wobei die Mehrzahl

der Elemente (3) eine Matrixstruktur bildet.

Optoelektronisches Bauelement (1) nach einem der
Angprliche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest Teile der Schutzschicht (5) als farbige,

insbesondere schwarze, Folie ausgebildet sind.

Herstellungsverfahren (30) flir ein optoelektronisches
Bauelement (1, 12, 14, 17), umfassend:

Bereitstellen eines Tragerelementes (2),

benachbartes Anordnen wenigstens zweier Elemente (3) mit
jeweils wenigstens einem optisch aktiven Bereich (4) zum
Erzeugen einer elektromagnetischen Strahlung (10) auf
einer ersten Seite des Tragerelements (2) und

Aufbringen einer elektrisch isolierenden Schutzschicht
(5) auf eine der ersten Seite gegenuberliegende
Oberflédche der wenigstens zwei benachbarten Elemente (3),
wobei die Schutzschicht (5) in wenigstens einem zwischen

den wenigstens zwei benachbarten Elementen (3)
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angeordneten ersten Bereich (5a) eine Transmission der
von den optisch aktiven Bereichen (4) erzeugbaren
elektromagnetische Strahlung (10) zumindest Uberwiegend

unterbindet.

Herstellungsverfahren (30) nach Anspruch 13,

zusatzlich umfassend:

Erstellen wenigstens eines Ausschnitts (9) in der
Schutzschicht (5),

Aufbringen einer elektrisch leitenden Anschlussschicht
(6) auf der Schutzschicht (5) und

Herstellen eines zweiten elektrischen Kontakts zwischen
der Anschlussschicht (6) und den wenigstens zwei
benachbarten Elementen (3) im Bereich des wenigstens

einen Ausschnitts (9).

Herstellungsverfahren (30) nach einem der Anspriche 13
oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den wenigstens zwei benachbarten Elementen (3)

eine Vertiefung (11) geformt wird.
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FIG 5 30
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